









― 568 ― 









博士の専攻分野の名称  博 士（工 学） 
学 位 記 番 号  第  ２１１５３  号 
学 位 授 与 年 月 日  平成 19 年３月 23 日 
学 位 授 与 の 要 件  学位規則第４条第１項該当 
            工学研究科精密科学専攻 
学 位 論 文 名  ナノインプリントによる光学素子集積導光板に関する研究 
論 文 審 査 委 員  （主査） 
            教 授 森田 瑞穂 
            （副査） 
            教 授 安武  潔  教 授 片岡 俊彦  教 授 桑原 裕司 
            教 授 山内 和人  教 授 広瀬喜久治  教 授 渡部 平司 
            教 授 遠藤 勝義 
論 文 内 容 の 要 旨 
 本論文は、７章より構成されている。 
 第１章は、序論であり、ナノインプリントの重要性について述べた。 
 第２章では、ナノインプリントの応用分野のひとつである Light Emitting Diode（LED）バックライトについて述







好な値であることを確かめた。また、中心輝度は 20 mA において 3115 nit であることを確かめた。 






計を Rigorous Coupled-Wave Analysis（RCWA）法により行い、ピッチ・高さとも 200 nm が最適であることを明ら
かにした。本構造を導光板のような厚さサブミリメートルオーダーの基板にインプリントするため、カーブステージ
を提案した。作製した反射防止ナノ構造を測定した結果、カーブステージの深さは 14μm が最適であることを明ら
かにした。このとき、転写率は 65％から 94％に向上することを明らかにした。さらに、反射率が 0.6％であることを
確かめた。 
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⑶ Rigorous Coupled-Wave Analysis（RCWA）法により反射防止ナノ構造を設計し、カーブステージを用いたナ
ノインプリント法を提案してナノインプリント転写率 94％を実現し、サブ波長回折格子の一種である反射防止
ナノ構造を導光板に集積することに成功している。 
⑷ ダブルプリズムパターンと反射防止ナノ構造を導光板にインプリントする方法をクラムシェル型携帯電話の
リバーシブルライトに応用できることを明らかにしている。 
 以上のように、本論文は、LED バックライトの集光、拡散、反射防止機能を導光板に集積する方法を開発し、光学
素子集積導光板を作製するナノインプリントに関する多くの知見を与えており、光工学に寄与するところが大きい。
よって、本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
